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Parametry zrodet i detektorow



Wstep

Omawialismy...
* medium transmisyjne, czyli Swiattowody,
* elementy fotoczute, czyli detektory.

Teraz dochodzi trzeci podstawowy blok systemu
optoelektronicznego: zréodto promieniowania.

Zeby jednak dobrze méwié o zrodtach, najpierw warto
uporzadkowac parametry, ktérymi opisujemy zarowno emitery, jak
| detektory.



Nalezy pamietac, ze optoelektronike warto postrzegac jako opis jednego
spojnego systemu.
Nie omawiamy oddzielnych tematow, tylko kolejne bloki toru
optoelektronicznego.
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Jak opisujemy zrodta i detektory optyczne?

Radiometria:
* opis fizyczny promieniowania,
* niezalezny od oka ludzkiego,

e wazna w IR, UV, laserach,
swiattowodach, czujnikach.

Fotometria:
* opis uwzgledniajgcy czutosc oka,
» dotyczy gtownie swiatta widzialnego,

* wazna w oswietleniu i technice
swietlnej.

W optoelektronice technicznej zwykle wazniejsze sg wielkosci radiometryczne.

Jezeli analizujemy uktad z fotodiodg, transoptor, tor Swiattowodowy albo
emiter IR, to nie interesuje nas przede wszystkim ,jak jasno to wyglada”,
tylko ile promieniowania dociera do odbiornika i w jakim pasmie.



Podstawowe wielkosci radiometryczne i fotometryczne

Radiometria Jednostka Fotometria Jednostka
strumien promieniowania W strumien swietlny Im
natezenie promieniowania  W/sr Swiattosc cd
napromienienie W/m? natezenie oSwietlenia I
radiancja W/(m?-sr) luminancja cd/m?

W technicznej optoelektronice czesto operujemy w W, W/m? i W/sr, bo sg one niezalezne
od charakterystyki oka.

Fotometria staje sie wazna, gdy analizujemy zrédtfa widzialne, kamery, oswietlenie sceny lub
komfort wzrokowy.



Kiedy fotometria jest wazna, a kiedy nie?

Fotometria: Radiometria:

e oSwietlenie pomieszczen, * fotodiody,

e LED widzialne, e czujniki IR,

 kamery i obrazowanie, e Swiattowody,

* percepcja jasnosci. * |asery,
 UV/IR,

* systemy pomiarowe.



Parametry spektralne zrodet i detektorow

Zrédto: Detektor:

e dtugosc fali emisiji, e zakres czutosci widmowej,
* maksimum emisji, * maksimum czutosci,

e zakres widmowy, e filtracja widmowa,

szerokos¢ widma. e selektywnosc.



RELATIVE LUMINOUS INTENSITY (aRE. UNITS)
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Parametry energetyczne i geometryczne

Dla zrédta:

* moc optyczna,

* natezenie promieniowania,
e JSwiattosg,

* kat emisji,

* rozbieznosc¢ wigzki,

e radiancja/luminancja.

Dla detektora:

e czutosé,

e powierzchnia aktywna,

* kat akceptacji,

e apertura numeryczna uktfadu,

e skutecznosc zbierania
promieniowania.



Duza moc zrodta nie gwarantuje skutecznej pracy uktadu!
W praktyce rownie wazna jak moc jest geometria emisji i odbioru.
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Parametry dynamiczne

Zrédto: Detektor:
e czas narastania, e czas odpowiedzi,
e czas opadania, * pojemnosc,
 maksymalna szybkos¢ modulacji. ¢ pasmo,

* szumy.

Najstabsze ognhiwo ogranicza szybkosc!
Szybki detektor nie pomoze, jesli zrodto jest wolne.
Dobry emiter nie pomoze, jesli tor odbiorczy jest zaszumiony lub ma zbyt mate pasmo.
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VISHAY.

VEMD38081

v www.vishay.com

Vishay Semiconductors

Silicon PIN Photodiode

LINKS TO ADDITIONAL RESOURCES

310 &

30 Models Infographics

DESCRIPTION

VEMDE081 is a high speed and high sensitive PIN
photodiode with enhanced sensitivity for visible light. It is a
low profile surface-mount device (SMD) including the chip
with a 5.4 mm? sensitive area detecting visible and near
infrared radiation.

FEATURES

* Package type: surface-mount
Pb-froe

* Package form: top view

* Dimensions Lx W xHinmm): 4.8 x2.5x 0.48

* Radiant sensitive area (in mm?): 5.4

0.48 mm low profile package COMPUANT

* Enhanced sensitivity for visible light HALOGEN
, - . . FREE

s Suitable for visible and near infrared radiation QREEN
= Angle of half sensitivity: ¢ = = 65° i5-2008)

* Floor life: 168 h, MSL 3, according to J-STD-020

* Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?799912

APPLICATIONS

* High speed photo detector
* Wearables

PRODUCT SUMMARY
Ira (HA) o
COMPONENT at E, = 1.0 mW/cm?, C) [nn:]
A =850 nm, Vg =50V
VEMD8081 33 + 65 350 to 1100




Smoke Detection (Normal State) Smoke Detection (Fire State)

IR-LED (Light emitting diode)

Photodiode
(Receiver)

IR Beams
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TSAL6400

v www.vishay.com

Vishay Semiconductors

High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW

DESCRIPTION

TSALG400 is an infrared, 940 nm emitting diode in GaAlAs
multi guantum well (MQW) technology with high radiant
power and high speed

molded in a blue-gray plastic package.

FEATURES
¢ Package type: leaded

* Package form: T-13%
¢ Dimensions (inmm): @ 5

* Peak wavelength: 4, = 940 nm

¢ High reliability m
¢ High radiant power HALOGEN
. . . . FREE
+ High radiant intensity GREEN
¢ Angle of half intensity: ¢ = + 25° (5-2008)

¢ | ow forward voltage
¢ Suitable for high pulse current operation
¢ Good spectral matching with Si photodetectors

¢ Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?799912

APPLICATIONS

* Infrared remote control units with high power
requirements

¢ Free air transmission systems
* |nfrared source for optical counters and card readers



\____ A
VISHAY.

VSLY5850

www.vishay.com

Vishay Semiconductors

High Speed Infrared Emitting Diode, 850 nm,
Surface Emitter Technology

22114

DESCRIPTION

As part of the SurfLight™ portfolio, the VSLY5850 is an
infrared, 850 nm emitting diode based on GaAlAs surface
emitter chip technology with extreme high radiant intensity,
high optical power and high speed, molded in a clear,
untinted plastic package, with a parabolic lens.

FEATURES

* Package type: leaded @
* Package form: T-1%

¢ Dimensions (inmm): @ 5
¢ Leads with stand-off RoHS
* Peak wavelength: A, = 850 nm COMPLIANT
* High reliability 'EREE
¢ High radiant power GREEN
* High radiant intensity p—
¢ Narrow angle of half intensity: ¢ = + 3°

¢ Suitable for high pulse current operation

¢ Good spectral matching with CMOS cameras

e Material categorization: for definitions of compliance
please see www.vishay.com/doc?99912

APPLICATIONS

¢ Infrared radiation source for operation with CMOS
cameras

* High speed IR data transmission
* Smoke-automatic fire detectors
¢ |R Flash



Podsumowanie

Tor optyczny:
emiter = tor optyczny = detektor

Kluczowe pytania:

e czy pasujg widmowo?

* Czy pasujg energetycznie?
e czy pasujg dynamicznie?

Uktad optoelektroniczny projektuje sie jako catos¢!
Elementy nie mogg by¢ dobierane niezaleznie, bo parametry koncowe wynikaja z
dopasowania wszystkich trzech blokow.



Dziekuje za uwage
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